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Вариант №3
Определение температурных зависимостей концентрации, подвижности носителей заряда, удельного сопротивления и электропроводности полупроводника (схема измерения №3).
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Рис. 1. Схема измерений, используемая в 3 варианте задания
Данные об образце, установленном в измерительном стенде

	Образец
	Образец 1

	Длина, мм
	0,8

	Ширина, мм
	0,3

	Толщина, мм
	0,25


Обозначения измеряемых величин и рассчитанных функций и их размерности
	Temp  [K]
	1/T  [1/K]

	Tok  [мA]
	мю  [см^2/(В*с)]

	B = 76,79 мТ
	ln N  [ln(1/m^3)]

	U  [В]
	Rx  [m^3/Kл]

	EDS  [мВ]
	


Расчетные соотношения.

Rx = d.EDS*o.Tolsh/(d.Tok*d.B)  [m^3/Kл]

ln N = Log (1/1.6E-19/[Rx])  [ln(1/m^3)]

мю = 10^4*d.EDS*o.Shir/(d.U*d.B*o.Dlina)  [см^2/(В*с)]

1/T = 1/d.Temp  [1/K]

Таблица экспериментальных результатов.
	Temp
	Tok
	U
	EDS
	1/T
	мю
	ln N
	Rx

	297,7
	1,927
	2,032
	164,9
	0,003359
	3963
	44,56
	0,2786

	300
	1,926
	1,946
	156,5
	0,003333
	3978
	44,6
	0,268

	305,1
	1,925
	1,745
	143,4
	0,003278
	4070
	44,68
	0,246

	309,2
	1,929
	1,599
	133
	0,003234
	4119
	44,76
	0,2276

	315,6
	1,925
	1,404
	118,4
	0,003168
	4175
	44,87
	0,203

	320
	1,933
	1,294
	109,3
	0,003125
	4177
	44,96
	0,1864

	325,2
	1,929
	1,166
	98,25
	0,003075
	4166
	45,06
	0,1679

	330,1
	1,933
	1,061
	88,76
	0,00303
	4138
	45,17
	0,1514

	335
	1,931
	0,9665
	80,01
	0,002985
	4095
	45,27
	0,1366

	340,1
	1,934
	0,8866
	72,5
	0,002941
	4038
	45,37
	0,1234

	345,3
	1,936
	0,8113
	64,96
	0,002896
	3949
	45,48
	0,1103

	350,1
	1,938
	0,749
	58,86
	0,002856
	3879
	45,58
	0,09995

	355,1
	1,937
	0,6907
	52,63
	0,002816
	3756
	45,69
	0,08931

	360
	1,936
	0,6383
	47,11
	0,002778
	3643
	45,8
	0,0801

	365
	1,936
	0,5912
	42,11
	0,00274
	3517
	45,92
	0,07158

	368,4
	1,938
	0,5627
	38,93
	0,002714
	3414
	46
	0,06609


График зависимости э.д.с. Холла от температуры.
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Определение ширины запрещенной зоны полупроводника.
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Eg = –2*k/q*tg(угла наклона) = 0,6623 эВ

Вывод. Ближе всего полученное значение подходит к ширине запрещенной зоны германия – 0,664 эВ.
Зависимость подвижности носителей заряда от температуры.
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Вывод. Ближе всего полученные значения подходят к подвижности электронов в германии – 3900 
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 при 300 К. Следовательно, полупроводник n-типа проводимости.
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